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Champ électrique

Apres introduction de charges fixes positives a I'interface:
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Situation de depart sans ion dans ’oxyde

Tons positifs dans ’oxyde

Réduction du threshold
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n=1.27 dans les trois cas
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Inversion forte

_ basse fréquence
Accumulation
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XOR avec 8 transistors
(voir script)
L’inverseur final sert a isoler la sortie de I'entrée !

A B OouT
0 0 1 0
1 0 0 1
0 1 0 1
1 1 1 0

XNOR XOR



Ol XNOR

A_A 4 ‘F/DO@R

XOR: 8 transistors et isolation
XNOR: 6 transistors sans isolation

O| XOR
A_Ad #,/DO)QIOR

XNOR: 8 transistors et isolation
XOR: 6 transistors sans isolation
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(voir script)  AOI-21 > [(AetB)ou C]

And-Or-Invert

A B C AOI-21

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 1
OR 0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 0
AND 1 1 0 0

1 1 1 0



Layout AOI-21

«And-Or-Invert»

Weste/Harris, « CMOS VLSI design », Addison-Wesley



